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 要  旨 
【背景】 
 簡便、安価に作製可能な、かつ Si 系太陽電池を凌ぐ理論変換効率を有する半導体量子ドット増感太
陽電池に注目が集まっている 1)。光吸収材料である半導体量子ドット（QD）の吸着基板では、QD で
発生した励起電子が輸送され、また QD から正孔を取り出す電解質溶液に浸透する空間を与えるなど、
その構造の選択は QD における電荷分離機構に大きく寄与すると考えられる。本研究では、吸着基板
に自己組織化法により作製された、大きな孔を有する TiO2の逆オパール(IO)構造を用い 2)、TiO2電極
の構造と光電変換特性との相関について評価を行った。 
【実験・結果】 
 ポリスチレンラテックス(PSL)粒子懸濁液を用いて透明導電性ガラス上に PSL の鋳型を作製し、鋳
型に TiCl4溶液を滴下し加水分解させた後、熱処理を行うことで PSL の除去と TiO2の結晶化が促進さ
れ、TiO2(IO)電極が形成された。増感剤として CdSe-QDs を吸着させた電極の表面 SEM 像を図 1 に
示す。TiO2(IO)骨格に沿って吸着した CdSe-QDs の 2 次粒子が確認された。CdSe は光溶解し易いた
め、その後保護膜として ZnS による表面修飾を施した。作製された TiO2(IO)/CdSe-QD/ZnS 電極を作
用極として測定した電流電圧特性を図 2 に示す。TiO2電極として広く用いられるナノ粒子構造に比べ
高い開放電圧を示すことが確認された。当日の発表では、電子輸送層としての働きに注目した評価と
して、TiO2(IO)電極における励起キャリアの緩和過程についても報告する。 
 
図 1 TiO2(IO)/CdSe-QD の表面 SEM 像。 
図 2 TiO2(IO)/CdSe-QD/ZnS 電極の 
光電変換特性。 
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Voltage (V)
短絡電流  : 9.0 (mA/cm2)
開放電圧  : 0.71 (V)
変換効率  : 3.5 (%)
electrolyte : polysulfide
counter : Cu
2
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